
  1)بعدی  ۱های حرارتی برای تحلیل حرارتی این سیستم، مشخصات مسئله را مدولار سازی کرده و از شبکه مقاومت

krahtiN eatatmisea lamrehT )کنیماستفاده می. 

 (sno tKKussA yeK)فرضیات اولیه . ۱
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𝑄شار حرارتی ثابت  :شرایط کاری .2 = 𝑊03  و دمای محیط$k53it } m {_T\eahe\matm3t( $3 میانگین

 (.گراد اتاقدرجه سانتی ۰۲تا  ۰۲محدوده 

𝑘)ضریب هدایت حرارتی مس  .}
𝑢𝐶

 matm3 txt}\eoem\matm3t.$3\101$برابر با  (:

 .شده ناچیز استکاری فرضبه دلیل عایق( شعاعی) اتلاف حرارت جانبی :بعدی ۱جریان حرارت  .1

𝑅)مقاومت تماس حرارتی  ._
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 .شوداستاندارد استفاده می( kIT)خمیر حرارتی xاز پد (:

 (sanysam  aAa teamoK K)تحلیل مسیر انتقال حرارت . ۲

 :تا محیط اطراف به صورت سری است( nosemaes)مسیر انتقال حرارت از پیوند 
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 کاریمحاسبات عددی و مقایسه راهکارهای خنک. ۳

𝑇)شده پیوند بینیمقاومت حرارتی و دمای پیشجدول زیر 
𝑗

 :دهدنشان می 𝑊03استراتژی مختلف در شار  ۳را برای ( 

کاری طبیعی خنک. ۱ راهکار/ پارامتر 

(naAuyam oyelnrA ye) 

کاری اجباری با هوا خنک. ۲
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کاری مایع خنک. ۳

(e au d oymd  maAn) 

فن + دار آلومینیوم فین (بدون فن)آلومینیوم ساده  سینکنوع هیت

𝑚𝑚03 

 teppah)کالپلیت مسی 

teNo  Nima) 

𝑅
𝑢𝐶

 3.𝐾3300/𝑊 3.𝐾3300/𝑊 3.𝐾3300/𝑊 



𝑅
𝑀𝐼𝑇

 3. 23𝐾 /𝑊 3. 13𝐾 /𝑊 3. 30𝐾 /𝑊 
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+ 𝑅
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 ∼ 0. 03𝐾 /𝑊 ∼ 3.𝐾50/𝑊 ∼ 3.𝐾12/𝑊 

مقاومت کل 
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 ${$1._.2T\eahe\matm3t}$ ${...T\eahe\matm3t}$ $...T\eahe\matm3t (𝑇𝛥)افزایش دما 

𝑇)دمای پیوند 
𝑗

) $220.2^\r yr\AntAeo $e

 (غیرمجاز)

$82.7^\r yr\AntAeo $e

 (آلایده)

$8..7^\r yr\AntAeo $e

 (عالی)

 (snryssnedaA yeK)پیشنهادات فنی مهندسی . ۴

 (:کاری اجباری هواخنک)راهکار منتخب  .1

به همراه یک فن کوچک، دمای تراشه را در محدوده  دارسینک آلومینیومی فینهیتاستفاده از  ○

$82.7^\r yr\AntAeot$ 20)$دارد که دقیقاً درون محدوده کاری مجاز شما نگه می-

.0T\eahe\matm3t )$3است. 

 :کیفیتبا  sITاستفاده از  .2

ها و اعمال فشار یکنواخت پیچT \4a 1\matm3 txt}\eoem\matm3t $3$انتخاب یک خمیر حرارتی با  ○

.3حداقل ) 2𝑎𝑃𝑀 ) جهت کاهش مقاومت𝑅
𝑀𝐼𝑇

. 

 (:در صورت نیاز به قابلیت اطمینان بالاتر)کاری مایع خنک .}

اری پاسخگو نخواهد بود و باید برود، سیستم هوای اجب10T\eahe\matm3t $3$اگر دمای محیط بالاتر از  ○

 .استفاده شود( teNo  Nima)از واتربلاک 

 


